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特征 

 PWM 控制模式，开关频率可达 1MHz 
 宽输入电压范围 

 DC: 12V~600V  
 AC: 85V~265V  

 输出电流：20mA~2000mA 
 ±5% 输出电流精度 
 占空比可从 0 到 100% 
 高达 91%系统效率 
 PWM 调光 
 内置 7V 钳位电压 

 
典型应用 

 LED 日光灯驱动 
 E14 PAR30 PAR38 GU10 E27 LED 驱动 
 高亮度工业 LED 灯驱动 
 车载 LED 灯驱动 
 LED 背光驱动 
 信号 LED 灯驱动 

概述 
MIS3803AH 是一款电流控制模式的降

压 DC-DC 转换器, 用来高效驱动多颗串联

的 LED，输入电压可以从直流 12V 到 600V，

有较好的负载电流调节功能。MIS3803AH
的工作频率可以到达 1MHz，输出可调 2A
的电流到 LED 负载。 
    可通过 PWM 调节 MIS3803AH 的输出

电流。 
  
 
管脚图 

 

图 1: MIS3803AH 管脚图

 
 

典型应用电路图               

 
图 2: 典型应用电路图 
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极限参数 
参数 符号 值 单位

VCC 电压 VCC 8 V 
SW 电压 VSW -1 to VIN +1 V 
CS 电压 VCS 8 V 
EN 电压 VEN -0.3 to 8 V 

热阻 θJA 20 ℃/W
存储温度 TSTG -65 to +150 ℃ 

引脚温度 (焊接, 10s) TS 300 ℃ 
ESD（HBM） VESD 2000 V 

 

最大极限值是指超出该工作范围，芯片有可能损坏。不能使芯片工作在极限条件下，这样有可能会影响设备的稳定性。 

 
电气参数 
无特别说明 VIN=12V, VEN=1.5V, TJ=25℃ 

参数 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 
工作电压 VIN  3  5.5 V 
欠压保护 VUVLO VIN 上升  2.3  V 

欠压保护迟滞 VUVLO_HY VIN下降  0.5  V 

反馈电压  VCS 
VIN =30V, 

ILED=300mA, 
VLED=15V 

245 250 255 mV 

R_T=0  1000  
振荡频率 fOSC R_T=20K  500  

KHz 

EN 阀值 VEN_TH  0.5 1.0 2.0 V 
ENss 阀值迟滞 VEN_HY   0.1  V 

关闭电流 IQ_SD VDIM=0V   1.0 μA 
工作电流 IQ_OP   1.0 10.0 mA 

PWMD 占空比 FDIM 0.1  100 ﹪ 
亮度控制范围 BR100Hz 

FDIM=100Hz 
 1000:1   

PWMD 占空比 FDIM 5  100 ﹪ 

亮度控制范围 BR10KHz 
FDIM=10KHz 

 20:1   

热保护 TSD   160  ℃ 
热保护迟滞 TSD_HY   40  ℃ 
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内部框图 
 

 
图 3: 内部框图 

 
管脚描述 
管脚号 管脚

名 
类型 管脚描述 

1 AGND Power 内部电路的模拟地。 

2 PWMD Digital Input 
芯片 PWM 调光输入管脚。连接到地时，DRVN 输出为低；接高电

平时，DRVN 输出为高。 

3 EN Analog Input 芯片使能管脚。可以直接将 EN 接到 VCC。 

4 GND Power 芯片接地端。 

5 DRVN Digital Output 外部功率 NMOSFET 的门驱动管脚。 

6 CS Analog Input 

电流检测管脚。 一个电流检测电阻连接到 NMOSFET 和 GND 之

间用以检测流过 NMOSFET 的电流。当反馈电压高于 0.25V 时，

门驱动输出为低。 

7 RT / 
振荡频率设定管脚。 当加一个电阻从此管脚到地，MIS3803AH 可

以工作在一个固定的频率模式。 

8 VCC Power 
电源管脚。 当外部输入电压高于 6V 时，必须用一个齐纳二极管

来保护芯片不被击穿。 
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工作描述 
 

MIS3803AH 控制外部 MOSFET，因此

它能够承受较高的电压和允许通过较大的

电流。芯片适用于采用 BUCK 拓扑结构来

驱动 LED，使用开环峰值电流控制技术检测

外部电流，需要极少的外部元器件。芯片有

PWM 调节输出电流功能。  
连接到 RT 管脚的电阻可设定工作频

率。振荡器周期的产生脉冲。这些脉冲导致

GATE 驱动为高。当 MOSFET 开启时，电感

中的电流开始以一定的斜率增加。当电流流

过外部的电流检测电阻 R_S 时，在电阻两端

产生一个电压降。内部比较器不断地把 CS
管脚的电压与 EN 管脚的电压和内部 0.25V
的参考电压进行比较。当两个比较器中的一

个输出为高时，GATE 输出为低，外部

MOSFET 截止。  
 

输入电压 
    MIS3803AH 的所有管脚均为低压管脚

（0V 到 5V）。当接到 VCC 管脚的电压高于

5V 时，必须加一个齐纳二极管（5.1V）从

VCC 到 GND。在 VCC 管脚必须旁路一个

低 ESR 的陶瓷电容来减少电流纹波。 
 

振荡器 
    MIS3803AH 的振荡频率由外部连接到

RT 管脚的电阻决定。工作频率的计算公式

为： 

1110
)_20(92.4

1
×

+×
=

TRK
fOSC  

其中 R_T 的单位为 ΩK . 

电流检测 

    MIS3803AH 的电流检测直接反馈到内

部的两个比较器。其中一个比较器的正向端

连接到内部 250mV 的参考电压，另一个比

较器的正向端连接到 EN 管脚。两个比较器

的输出都反馈到逻辑控制器上。 
注意比较器的速度非常快，因此对外部

的噪声敏感，容易被触发。能减少寄生电感

的合理布局将避免两个比较器的错误触发。 
 

使能 
EN 管脚为芯片的使能管脚，当外部电压大

于 1V 时，芯片工作，也可把 EN 管脚与 VCC
管脚直接相连。 
 

PWM 调光 
  一个 PWM 信号加在 PWMD管脚也可

调节输出电流。当 PWM 的信号为低时，

GATE 驱动关闭，输出为低。当 PWM 的信

号为高时，GATE 驱动开启，输出为高。输

出电流可参考下式：A 

CS

25.0
R

DIO
×

=  

其中 D 为 PWM 信号的占空比。 
      为了取消 PWM 调光和永久使能

MIS3803AH，可将 PWMD 管脚和 VCC 管

脚相连。 
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直流电压应用电路 

 
图 3：直流电压应用电路 

 
电路中的 R1 所起的作用就是限流和降

压以达到保护齐纳二极管 D2 的目的。如果

R1 过小，流过二极管的电流会比较大，有

可能使二极管损坏。R1 过大时，齐纳二极

管的电压不能达到 IC 工作所需要的电压，

导致芯片不能正常的工作。 

AVE

ZIN
1 I

VVR −
=  

其中 Vz 为齐纳二极管的电压，Iave 为流过

齐纳二极管的平均电流。

 
注意：为了保护在电路中的齐纳二极管，必须谨慎选择电阻 R1。在大多数应用情况下，

可选择 5.1V/100mA 的齐纳二极管。 
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封装信息 

 
SOP8 封装外形尺寸 

 

 


